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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流駆動型表示素子と、該電流駆動型表示素子に流れる電流を制御する第１の電界効果
トランジスタと、該第１の電界効果トランジスタの制御電極と一方の主電極の間に設けら
れた第１のスイッチと、前記第１の電界効果トランジスタの制御線と他方の主電極との間
に設けられた第１の容量と、を備えた画素回路がマトリクス状に配されており、
　前記画素回路は列ごとに共通のデータ線に接続され、
　前記データ線にはそれぞれ電流供給回路が接続され、
　前記画素回路を行ごとに選択する走査線によって前記データ線に接続された前記画素回
路の第１のスイッチを選択し、所定期間導通させて前記データ線に流れる映像データ電流
を選択された前記画素回路の前記第１の電界効果トランジスタの制御電極に供給し、前記
映像データ電流の電流値を前記第１の電界効果トランジスタの他の主電極と前記制御電極
との間の電圧値として書き込むアクティブマトリクス型表示装置であって、
　前記電流供給回路は、
　第４の電界効果トランジスタと、該第４の電界効果トランジスタの制御電極と一方の主
電極の間に設けられた第４のスイッチと、前記第４の電界効果トランジスタの制御線と他
方の主電極との間に設けられた第４の容量と、を備え、
　垂直ブランキング期間に、前記データ線を流れる電流が前記第４の電界効果トランジス
タに供給されることにより、所定電流を発生するように設定され、
　水平ブランキング期間に、前記所定電流を前記映像データ電流を増やすように前記デー
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タ線に加え、前記データ線に接続され、かつ、前記走査線によって選択された前記画素回
路の第１の電界効果トランジスタの前記他の主電極と前記制御電極との間の電圧を、前記
データ線に接続された複数の前記画素回路に含まれる第１の電界効果トランジスタそれぞ
れのスレッショルド電圧を超える値に設定することを特徴とするアクティブマトリクス型
表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアクティブマトリクス型表示装置において、各画素回路の前記スイッ
チと前記データ線との間に設けられる第２のスイッチと、各画素回路の前記第１の電界効
果トランジスタの一方の主電極に接続され、書き込まれた電流を各画素回路の前記所定期
間外に前記電流駆動型表示素子に流す制御を行う第３のスイッチとを備えたアクティブマ
トリクス型表示装置。
【請求項３】
　請求項１から２のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス型表示装置において、前
記電流駆動型表示素子はエレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とするアクティ
ブマトリクス型表示装置。
【請求項４】
　電流駆動型表示素子と、該電流駆動型表示素子に流れる電流を制御する第１の電界効果
トランジスタと、該第１の電界効果トランジスタの制御電極と一方の主電極の間に設けら
れた第１のスイッチと、前記第１の電界効果トランジスタの制御線と他方の主電極との間
に設けられた第１の容量と、を備えた画素回路がマトリクス状に配されており、
　前記画素回路は列ごとに共通のデータ線に接続され、
　前記データ線には電流供給回路が接続され、
　前記画素回路を行ごとに選択する走査線によって前記データ線に接続された前記画素回
路の第１のスイッチを選択し、所定期間導通させて前記データ線に流れる映像データ電流
を選択された前記画素回路の前記第１の電界効果トランジスタの制御電極に供給し、前記
映像データ電流の電流値を前記第１の電界効果トランジスタの他の主電極と前記制御電極
との間の電圧値として書き込むアクティブマトリクス型表示装置の電流プログラミング方
法であって、
　前記電流供給回路は、
　第４の電界効果トランジスタと、該第４の電界効果トランジスタの制御電極と一方の主
電極の間に設けられた第４のスイッチと、前記第４の電界効果トランジスタの制御線と他
方の主電極との間に設けられた第４の容量と、を備え、
　垂直ブランキング期間に、前記データ線を流れる電流が前記第４の電界効果トランジス
タに供給されることにより所定電流を発生するように設定され、
　水平ブランキング期間に、前記所定電流を前記映像データ電流を増やすように前記デー
タ線に加え、前記データ線に接続され、かつ、前記走査線によって選択された前記画素回
路の第１の電界効果トランジスタの前記他の主電極と前記制御電極との間の電圧を、前記
データ線に接続された複数の前記画素回路に含まれる第１の電界効果トランジスタそれぞ
れのスレッショルド電圧を超える値に設定することを特徴とするアクティブマトリクス型
表示装置の電流プログラミング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアクティブマトリクス型表示装置およびその電流プログラミング方法に係わり
、特に電流駆動型表示素子に用いたアクティブマトリクス型表示装置に好適に用いられる
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　データ線に流す電流を、トランジスタのゲート－ソース電圧として保持する電流プログ
ラミング回路は、特許文献１の図１８に示すように、電界発光素子を用いたアクティブマ
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トリクス型表示装置の、電界発光素子駆動電流を書き込むための電流書き込み型画素回路
に用いられている。また、特許文献１では高品位な黒および低輝度階調表示を可能とする
ために、図３に示すような電流プログラミング回路を電流を書き込む電流駆動回路として
設け、データ書き込みの際に書き込み電流を打ち消す方向に当該電流を流すことが記載さ
れている。
【特許文献１】特開２００２－３５１４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明者は上記電流書き込み型画素回路を用いたときに、各画素回路において映像デー
タ電流の書き込み動作を安定に行うことができない場合があることを見出した。
【０００４】
　本発明は上記映像データ電流の書き込み動作を安定して行うことができるアクティブマ
トリクス型表示装置およびその電流プログラミング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のアクティブマトリクス型表示装置は、電流駆動型表示素子と、該電流駆動型表
示素子に流れる電流を制御する第１の電界効果トランジスタと、該第１の電界効果トラン
ジスタの制御電極と一方の主電極の間に設けられたスイッチと、を備えた画素回路がマト
リクス状に配され、一方向に配列された複数の前記画素回路が列ごとにデータ線に接続さ
れ、
　前記複数の画素回路のスイッチを順次所定期間導通させて前記データ線に流れる映像デ
ータ電流を各画素回路の前記第１の電界効果トランジスタの制御電極に供給し、前記映像
データ電流の電流値を前記第１の電界効果トランジスタの他の主電極と前記制御電極との
間の電圧値として書き込むアクティブマトリクス型表示装置であって、
　前記データ線に電流供給回路が接続され、該電流供給回路は、前記所定期間内の書き込
み動作が終了する前に、所定電流値の電流を前記データ線の前記映像データ電流に、前記
映像データ電流が増えるように加えることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置
である。
【０００８】
　また本発明の電流プログラミング方法は、電流駆動型表示素子と、該電流駆動型表示素
子に流れる電流を制御する第１の電界効果トランジスタと、該第１の電界効果トランジス
タの制御電極と一方の主電極の間に設けられたスイッチと、を備えた画素回路がマトリク
ス状に配され、一方向に配列された複数の前記画素回路が列ごとにデータ線に接続され、
　前記複数の画素回路のスイッチを順次所定期間導通させて前記データ線に流れる映像デ
ータ電流を各画素回路の前記第１の電界効果トランジスタの制御電極に供給し、前記映像
データ電流の電流値を前記第１の電界効果トランジスタの他の主電極と前記制御電極との
間の電圧値として書き込むアクティブマトリクス型表示装置の電流プログラミング方法で
あって、
　前記所定期間内の書き込み動作が終了する前に、所定電流値の電流を前記データ線の前
記映像データ電流に、前記映像データ電流が増えるように加えることを特徴とする電流プ
ログラミング方法である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、データ線の寄生容量の影響を抑え、データ電流の書き込み動作を安定
化させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００１１】
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　図４は本発明に係わるアクティブマトリクス電界発光表示装置の構成を示す構成図であ
る。
【００１２】
　図４において、１はマトリクス状に配された画素回路からなる画素回路部、２は充電設
定電流に基づく充電電流が書き込まれる電流供給回路となる、画素回路列ごとに設けられ
た事前充電回路、３はゼロ設定電流（基準電流）に基づく電流が書き込まれる、画素回路
列ごとに設けられたゼロ電流設定回路、４は列方向に配された画素回路群と接続されるデ
ータ線に線順次データ線電流信号Ｉdata、ゼロ設定電流及び充電設定電流を供給する列電
流制御回路、５は列電流制御回路４に接続され、データ線に線順次データ線電流信号Ｉda
ta、ゼロ設定電流及び充電設定電流を与えるための列走査回路、６は行方向に配された画
素回路に接続され、画素回路に行ごとに順次行走査信号Ｐ１ｍ、行走査信号Ｐ２ｍを出力
する行走査回路である（ｍは１以上の正の自然数）。
【００１３】
　図１は本発明の第１の実施形態に係わる画素回路、ゼロ電流設定回路及び事前充電回路
の一構成例を示す図である。図２は図１の各回路の動作を説明するためのタイミングチャ
ートである。図３はデータ電流、充電電流及びデータ線の電位の変化を示すタイミングチ
ャートである。図５は比較例として事前充電回路を設けない場合の画素回路の動作を説明
するためのタイミングチャートである。図６は事前充電回路を設けない場合のデータ電流
及びデータ線の電位の変化を示すタイミングチャートである。
【００１４】
　まず、本発明の理解の容易化のために、事前充電回路を設けない場合の画素回路の駆動
電流プログラミング動作とその後の発光動作について図１及び図５を用いて説明する。ま
た、ここではゼロ電流設定回路の動作も省いて説明を行う。なお、本実施形態において、
第１の電界効果トランジスタはｐＭＯＳトランジスタＭ１２，Ｍ１６、制御電極はそのゲ
ート、主電極はソース、ドレインが対応する。またスイッチはｎＭＯＳトランジスタＭ１
３，Ｍ１７が対応する。
【００１５】
　今、あるデータ線に接続される、第１行画素回路の動作を考えると、図５において、行
走査信号Ｐ１１がハイレベルとなると、第１のプログラム（行選択）用スイッチとなるｎ
ＭＯＳトランジスタＭ１４がオン、発光選択用スイッチとなるｐＭＯＳトランジスタＭ１
５がオフする。また行走査信号Ｐ２１がハイレベルになると、第２のプログラム用スイッ
チとなるｎＭＯＳトランジスタＭ１３がオンする。そして、駆動用スイッチとなるｐＭＯ
ＳトランジスタＭ１２のゲートに接続されている容量Ｃ３の電圧は、データ線に流れる映
像データ電流に基づき電界発光素子（エレクトロルミネッセンス素子）ＥＬを駆動する電
流がｐＭＯＳトランジスタＭ１２を介して流れるに十分なゲート－ソース電圧に設定され
る。次に、行走査信号Ｐ２１がロウレベルになると、第２のプログラム用スイッチとなる
ｎＭＯＳトランジスタＭ１３がオフし、容量Ｃ３の電圧が保持される。これまでの期間が
第１行電流設定期間（駆動電流プログラミング期間）である。
【００１６】
　その後、行走査信号Ｐ１１がロウレベルになると、第１のプログラム（行選択）用スイ
ッチとなるｎＭＯＳトランジスタＭ１４がオフ、発光選択用スイッチとなるｐＭＯＳトラ
ンジスタＭ１５がオンする。駆動用トランジスタＭ１２のゲート電位により電界発光素子
ＥＬへの駆動電流の供給が制御され、電界発光素子ＥＬに流れる電流が制御される。電界
発光素子ＥＬが発光（黒表示の場合は非発光）している期間が発光期間である。また第１
行電流設定期間が終わると第２行電流設定期間が開始し、順次各行の電流設定期間に映像
データ信号に基づき駆動電流が書き込まれていく。
【００１７】
　上述した電流プログラミングによって各画素回路を制御することは、基本的には各駆動
トランジスタの特性バラツキに影響されない点において有効であるが、本発明者はデータ
線の寄生容量の存在によって、各駆動トランジスタの特性バラツキによって小電流のプロ
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グラミング動作が不安定になり、低輝度領域において黒ずんだビートを発生し画質を劣化
させる場合があることを見出した。この現象はパネル上に配置された駆動トランジスタの
バラツキによって発生するので固定パターンノイズとなり目立つ現象として現れる。これ
はデータ線の寄生容量の増加する大画面パネル及びＥＬ素子の高効率化によってさらに顕
著になる。
【００１８】
　以下、上記現象について図１、図５及び図６を用いて説明する。
【００１９】
　今、データ線に第１行画素回路～第４行画素回路が接続され、図５に示す第１行電流設
定期間～第４行電流設定期間においてそれぞれ第１行画素回路～第４行画素回路における
駆動電流のプログラミングが行われる。ここで映像データ電流は全て同一電流値の小電流
（低階調又は黒表示時の電流）とする（Ｉdata1＝Ｉdata2＝Ｉdata3＝Ｉdata4）。第１行
画素回路～第４行画素回路の駆動トランジスタとなるｐＭＯＳトランジスタのスレショル
ド電圧をそれぞれＶth1，Ｖth2，Ｖth3，Ｖth4とし、その電圧レベルはＶth2＞Ｖth1，Ｖ
th3＝Ｖth2，Ｖth4＜Ｖth3なる関係にあるものとする。第１行電流設定期間に、ｎＭＯＳ
トランジスタＭ１４，Ｍ１３がオンすると、第１行画素回路の駆動トランジスタＭ１２の
ゲートにはゲート－ソース間電圧がＶthを超えるような電圧がかかって、ソース－ドレイ
ン電流が流れ、ゲート電位が上昇していき一定電位に収束し、映像データ電流Ｉdata1に
基づく電流がゲート－ソース間の電圧として書き込まれる。この時データ線の電位Ｖdata
、すなわちデータ線寄生容量Ｃｘの電位は第１行画素回路の駆動トランジスタのゲート電
位に対応する電位となる。
【００２０】
　次に第２行電流設定期間において、第２行画素回路の駆動トランジスタＭ１６のスレシ
ョルド電圧Ｖth2はＶth2＞Ｖth1なので、ｎＭＯＳトランジスタＭ１８，Ｍ１７がオンし
ても駆動トランジスタＭ１６のソース－ドレイン電流が流れず、データ線電位の下降は微
小なデータ線電流のみで行なわれるため、データ線の寄生容量Ｃｘから電流がながれデー
タ線の電位Ｖdataが低下していくが、データ線の寄生容量のためにその低下は緩やかで、
第２行電流設定期間内では駆動トランジスタＭ１６のゲート－ソース間の電圧がＶth2を
超えず、映像データ電流Ｉdata2（＝Ｉdata1）に基づく電流の書き込み、すなわち電流プ
ログラミングが行えない（電流プログラミング不全が起こる）。
【００２１】
　次に第３行電流設定期間において、データ線の電位Ｖdataが引き続き低下していき（第
３行画素回路の駆動トランジスタ（図１において不図示）のゲート電位も引き続き低下し
ていき）、ゲート－ソース間の電圧がＶth3（Ｖth3＝Ｖth2）を超えると、駆動トランジ
スタのソース－ドレイン電流が流れ、ゲート電位は一定電位に収束し、映像データ電流Ｉ
data3（Ｉdata3＝Ｉdata2）に基づく電流がゲート－ソース間の電圧として書き込まれる
。
【００２２】
　次に第４行電流設定期間において、第４行画素回路の駆動トランジスタのスレショルド
電圧Ｖth4はＶth4＜Ｖth3なので、ゲート－ソース間の電圧がＶth4を超え、すぐに駆動ト
ランジスタのソース－ドレイン電流が流れ、ゲート電位は上昇していき一定電位に収束し
、映像データ電流Ｉdata4に基づく電流がゲート－ソース間の電圧として書き込まれる。
【００２３】
　上記の第２行電流設定期間での電流プログラミング不全は、画素回路の電流の電流設定
期間で駆動トランジスタゲート－ソース間電圧が当該駆動トランジスタのスレショルド電
圧を超えない、又は超えても当該駆動トランジスタのドレイン電流が非常に小さくデータ
線の寄生容量の充放電動作に寄与できず、電流書き込み時間が不十分になるためである。
【００２４】
　本実施形態では、電流データによる電流プログラミング動作が終わる前に所定期間、所
定電流でデータ線の寄生容量を充電する電流供給回路を設け、この充電動作により駆動ト
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ランジスタのゲート－ソース間の電圧がスレショルドレベルを超えることができるように
した。これにより小電流における電流プログラミング動作において各画素の駆動トランジ
スタの自己放電動作が保証され電流プログラミング動作が改善される。
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について図１～図３を用いて説明する。なお、図２に示すよう
に充電電流設定期間の前にゼロ電流設定回路にゼロ電流設定を行うゼロ電流設定期間があ
るがゼロ電流設定回路及びゼロ電流設定期間については後述するものとし、ここでは充電
電流設定期間と各画素回路の電流設定期間について説明する。
【００２６】
　図１に示す電流供給回路となる事前充電回路は、各行の画素回路の電流設定期間におい
て、所定期間、所定電流を供給する回路であり、映像データ電流が増えるように電流を加
えるものである。事前充電回路は、各画素回路の電流設定回路と同じ構成の電流設定回路
と、カレントミラー回路とから構成されている。電流供給回路となる事前充電回路は所定
電流（定電流）を供給する回路であり、画素回路の電流設定期間の電流書き込み動作が終
了するに至る前、すなわちゲート電位が一定値に収束する前に、所定電流が映像データ電
流に加えられればよいが、駆動トランジスタのゲート－ソース間の電圧がスレショルドレ
ベルを超える動作が早く行われることが好ましいため、図２、図３に示すように、画素回
路の電流設定期間開始時に所定電流を映像データ電流に加えるとよい。なお、電流プログ
ラミングが不全となる電流設定期間を有する画素回路では電流書き込み動作が終了するま
での期間は画素回路の電流設定期間を超える場合があるが、画素回路の電流設定期間内で
電流書き込み動作が終了しうる複数の画素回路を基準として、所定電流を映像データ電流
に加えるタイミングを設定すればよい。
所定電流を加える期間はデータ線の寄生容量Ｃｘの電位を十分さげることができるように
、スイッチのスイッチ速度、データ線の寄生容量Ｃｘ等を考慮して決められる。また所定
電流の電流値は各駆動トランジスタのスレショルド電圧のバラツキを考慮して設定される
。所定電流の電流値は充電設定電流の値を変えることにより任意に設定することができる
。
【００２７】
　本実施形態においては、事前充電回路による電流供給により、データ線の電位を固定す
るように規定するものではなく、充電電位は各画素回路の駆動トランジスタ特性に委ねら
れる。事前充電回路は垂直ブランキング期間におけるデータ電流により所定電流（充電電
流）を発生できるようにし、事前の充電は例えば水平ブランキング期間を使用して行う。
【００２８】
　充電電流値Ip(ｐＭＯＳトランジスタM5のドレイン電流)は、所定の垂直ブランキング期
間にデータ線dataに供給される電流を画素回路と同様にｐＭＯＳトランジスタM5に対して
電流プログラミング(設定)して行なわれる(M6＝M7＝ON、M8＝OFF)。そして充電電流値Ip
による事前充電動作は各行(各水平走査期間)で行なわれる該当画素回路に対する電流プロ
グラミング(設定)動作の所定の開始期間(Pc＝1、例えば水平ブランキング期間)で行なわ
れる。
【００２９】
　事前充電回路の電流設定回路は、データ線に接続されるｎＭＯＳトランジスタＭ７、ｐ
ＭＯＳトランジスタＭ５のゲートとｎＭＯＳトランジスタＭ７との間に設けられたｎＭＯ
ＳトランジスタＭ６、データ線に流れる充電設定電流に基づきゲート－ソース電圧として
電流が書き込まれるｐＭＯＳトランジスタＭ５、ｐＭＯＳトランジスタＭ５とカレントミ
ラー回路を構成するｎＭＯＳトランジスタＭ９との間に設けられたｐＭＯＳトランジスタ
Ｍ８を含んでいる。事前充電回路のカレントミラー回路は、ソース－ゲート間が接続され
たｎＭＯＳトランジスタＭ９と、ｎＭＯＳトランジスタＭ９とゲートどうしが接続される
ｎＭＯＳトランジスタＭ１０と、ｎＭＯＳトランジスタＭ１０とデータ線との間に設けら
れたｎＭＯＳトランジスタＭ１１とを含んでいる。
【００３０】
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　以下、上記事前充電回路の充電電流設定動作（充電電流書き込み）動作と事前充電回路
による電流供給が行われる場合の画素回路の駆動電流プログラミング動作について図１～
図３を用いて説明する。まず、事前充電回路の充電電流設定動作（充電電流書き込み動作
）について説明すると、信号Ｐ1p、Ｐ2pがハイレベルになり、ｎＭＯＳトランジスタＭ７
、Ｍ６がオンすると、ｐＭＯＳトランジスタＭ５のゲートに接続されている容量Ｃ２の電
圧は、データ線に流れる充電設定電流Ｉp（＝Ｉpx－Ｉｚ;Ｉｚはゼロ電流設定回路からの
設定電流である）に基づきゲート－ソース電圧が設定される。次に、信号Ｐ2pがロウレベ
ルになると、ｎＭＯＳトランジスタＭ６がオフし、容量Ｃ２の電圧が保持され、電流値と
して書き込まれる。その後、信号Ｐ1pがロウレベルになると、ｎＭＯＳトランジスタＭ７
がオフ、ｐＭＯＳトランジスタＭ８がオンする。
【００３１】
　次に事前充電回路による電流供給が行われる場合の画素回路の駆動電流プログラミング
動作について説明すると、例えば第２行電流設定期間において、信号Ｐｃがハイレベルに
なると、事前充電回路において、ｐＭＯＳトランジスタＭ５のゲート電位によりソース－
ドレイン電流が流れ、そのソース－ドレイン電流がカレントミラーされ、ｎＭＯＳトラン
ジスタＭ１１を介して充電電流Ｉpcが流れる。この充電電流Ｉpcは、第２行電流設定期間
の信号Ｐｃがハイレベルとなっている期間、データ線に流れる映像データ電流を増やすよ
うに流れ、結果的にＩdata1’（ ＝Ｉdata1＋Ｉpc、Ｉdata1＝Ｉdata1ｘ－Ｉｚ;Ｉｚはゼ
ロ電流設定回路からの設定電流である）の電流が流れる。そのためデータ線の電位が低下
し、同時に第２行電流設定期間ではｎＭＯＳトランジスタＭ１８，Ｍ１７がオンしている
ために駆動トランジスタとなるｐＭＯＳトランジスタＭ１６のゲート電位も低下する。こ
のように、データ線に流れる映像データ電流を増やすように充電電流Ｉpcを流し、ゲート
電位を低下させることで、各画素回路の駆動トランジスタのスレショルド電圧Ｖthにバラ
ツキがあっても、各画素回路の各電流設定期間において駆動トランジスタのソース－ゲー
ト間電圧はスレショルド電圧Ｖthを超えるようになり、各画素の駆動トランジスタの自己
放電動作が保証され電流プログラミング動作が改善される。
【００３２】
　さらに、図３を用いて説明する。ここで映像データ電流は全て同一電流値の小電流（低
階調又は黒表示時の電流）とする（Ｉdata1x＝Idata2x）。第１行画素回路、第２行画素
回路の駆動トランジスタとなるｐＭＯＳトランジスタＭ１２、Ｍ１６のスレショルド電圧
をＶth1，Ｖth2とし、そのスレショルド電圧の電圧レベルがＶth1＜Ｖth2なる関係にある
ものとする。今、第１行電流設定期間では電流プログラミング動作が正常に行われたもの
とする。ｐＭＯＳトランジスタＭ１２、Ｍ１６のスレショルド電圧の電圧レベルがＶth1
（Ｍ１２）＜Ｖth2（Ｍ１６）のときは、事前充電回路によりデータ線に電流を供給しな
い場合には、既に説明したように、データ線の寄生容量Ｃｘの影響により、第２行電流設
定期間内では駆動トランジスタＭ１６のゲート－ソース間の電圧がＶth2を超えず、映像
データ電流Ｉdata2（ ＝Ｉdata2ｘ－Ｉｚ;Ｉｚはゼロ電流設定回路からの設定電流である
）に基づく電流の書き込み、すなわち電流プログラミングが行えない（電流プログラミン
グ不全が起こる）。しかし、本実施形態のように事前充電回路で電流Ｉpcをデータ線に供
給することで、図３に示すように、第２行画素回路の駆動トランジスタＭ１６のゲートに
は、Ｖth1（Ｍ１２）＜Ｖth2（Ｍ１６）であっても、第２行電流設定期間の信号Ｐｃがハ
イレベルとなっている期間、データ線の電位が低下し、同時に第２行電流設定期間ではｎ
ＭＯＳトランジスタＭ１８，Ｍ１７がオンしているためにゲート－ソース間電圧としてＶ
thを超えるような電圧がかかって、ソース－ドレイン電流が流れ、その後信号Ｐｃがロウ
レベルとなりゲート電位が上昇していき一定電位に収束し、映像データ電流Ｉdata2’（ 
＝Ｉdata2ｘ－Ｉｚ＋Ｉpc;Ｉｚはゼロ電流設定回路からの設定電流である）に基づく電流
がゲート－ソース間の電圧として書き込まれる。図３では、ｐＭＯＳトランジスタＭ１２
、Ｍ１６のスレショルド電圧の電圧レベルがＶth1（Ｍ１２）＝Ｖth2（Ｍ１６）、Ｖth1
（Ｍ１２）＞Ｖth2（Ｍ１６）のときも示している。
【００３３】
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　以上、事前充電回路の充電電流設定動作（充電電流書き込み）動作と事前充電回路によ
る電流供給が行われる場合の画素回路の駆動電流プログラミング動作について説明したが
、本実施形態では、図１及び図４に示すように、ゼロ電流設定回路を設けている。
【００３４】
　黒表示において、線順次データ線電流信号は電流ゼロが好ましいが実際には回路構成上
電流ゼロにすることは困難である。線順次データ線電流信号の電流がゼロにならないと、
電界発光素子ＥＬの駆動電流をゼロにすることはできずそのため黒表示の設定を十分にす
ることができない。そこで、黒表示の設定を十分に行うためにゼロ電流設定回路を設けて
いる。
【００３５】
　垂直ブランキング期間に図３の列電流制御回路４に入力される映像信号電圧をゼロ電流
設定電圧（黒表示電圧レベル）として、列電流制御回路４に接続されるデータ線にゼロ設
定電流（基準電流）を流す。この期間をゼロ電流設定期間（ゼロ電流プログラミング期間
）という。ゼロ電流設定期間に制御信号Ｐ１ｚ，Ｐ２ｚをそれぞれハイレベルとして、ｎ
ＭＯＳトランジスタＭ３，Ｍ２をそれぞれオンすると、ｐＭＯＳトランジスタＭ１のゲー
トに接続されている容量Ｃ１の電圧は、ゼロ設定電流に相関のあるゼロ電流設定レベルに
設定され、各画素回路の電流設定時にゼロ設定電流に基づく設定電流ＩｚがｐＭＯＳトラ
ンジスタＭ１，Ｍ４を介してデータ線に流れるに十分なゲート－ソース電圧に設定される
。次に、制御信号Ｐ１ｚ，Ｐ２ｚがロウレベルになると、容量Ｃ１の電圧が保持される。
【００３６】
　次に第１行画素回路を映像表示（例えば黒表示）に設定するためにデータ電流Ｉdata1x
がデータ線に流れたとすると、上記ゼロ電流設定回路から設定電流ＩｚがｐＭＯＳトラン
ジスタＭ１，Ｍ４を介してデータ線に流れ、第１行画素回路の書込設定電流Ｉdata1はＩd
ata1＝Ｉdata1x－Ｉｚとなる。このようにゼロ電流設定回路を設けることにより画素回路
間の黒表示の設定が可能となる。
容量Ｃ１～Ｃ４は個別に容量素子として形成してもよいが、素子として形成しなくとも、
ゲート－ソース間に形成される寄生容量（ゲート電極とソース領域との重なり容量等）を
用いてもよい。
【００３７】
　以上本発明に係わる電流プログラミング装置を用いた例として、電流駆動表示素子を用
いたアクティブマトリクス型の表示装置を取り上げて説明したが、本発明に係わる電流プ
ログラミング装置はデータ線に流す電流を、トランジスタのゲート－ソース電圧として保
持する電流設定回路を用いる用途であれば適用することができ、その用途はＬＥＤ、電界
発光素子、電子放出素子（電子放出素子から放出された電子を加速して蛍光体等の画像形
成部材に照射することで表示を行うことが可能なので、かかる電子放出素子も電流駆動表
示素子に含める）等の電流駆動表示素子を用いたアクティブマトリクス型の表示装置に限
られず、アナログメモリ等の電流プログラミングのための回路として用いられる。また本
発明はマトリクス状の表示装置に限られずライン状の表示装置にも適用可能である。
【００３８】
　なお、本実施形態において、ゼロ電流設定回路を必ずしも設けなくともよいが、黒表示
の設定をより正確に行うためには設けることが好ましい。事前充電回路による電流は電流
設定期間内の電流書き込み動作が終了するに至る一部の期間に加えられるので、最終的に
はゲート－ソース間電圧としては電流値として残らない。したがって、ゼロ電流設定回路
による電流と併存してもその機能を損なうものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は電界発光素子（ＥＬ素子）等の電流駆動型発光素子のアクティブマトリクス型
表示装置やアナログメモリに用いられるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
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【図１】本発明の第１の実施形態に係わる画素回路、ゼロ電流設定回路及び事前充電回路
の一構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる各回路の動作を説明するためのタイミングチャ
ートである。
【図３】データ電流、充電電流及びデータ線の電位の変化を示すタイミングチャートであ
る。
【図４】本発明に係わるアクティブマトリクス電界発光表示装置の構成を示す構成図であ
る。
【図５】比較例として事前充電回路を設けない場合の画素回路の動作を説明するためのタ
イミングチャートである。
【図６】事前充電回路を設けない場合のデータ電流及びデータ線の電位の変化を示すタイ
ミングチャートである。
【符号の説明】
【００４１】
　１　画素回路部
　２　事前充電回路
　３　ゼロ電流設定回路
　４　列電流制御回路
　５　列走査回路
　６　行走査回路
　Ｍ１，Ｍ４，Ｍ５，Ｍ８，Ｍ１２，Ｍ１５，Ｍ１６，Ｍ１９　ｐＭＯＳトランジスタ
　Ｍ２，Ｍ３，Ｍ６，Ｍ７，Ｍ９～Ｍ１１，Ｍ１３，Ｍ１４，Ｍ１７，Ｍ１８　ｎＭＯＳ
トランジスタ
　Ｃ１～Ｃ４　容量
　ＥＬ　電界発光素子
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摘要(译)

要解决的问题：抑制数据线的寄生电容的影响以稳定电流的写入操作。 ŽSOLUTION：在这种有源矩阵型显示装置中，其中像素电
路具有电致发光装置EL，FET12控制流向EL的电流，FET13设置在第一FET的栅极和漏极之间。如同矩阵布置，沿一个方向布置
的多个像素电路通过每列连接到数据线，FET 13导通预定时段，使得流到数据线的视频数据电流被提供给数据线。写入FET 12的
栅极和视频数据电流的电流值，将提前电荷电路连接到数据线，并通过增加预定电流值的电流来消除FET 12的阈值电压变化导致的
写入不足在预定时段内的写入操作完成之前，数据线的视频数据电流。 Ž
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